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二次元炭素材料であるグラフェンは、その優れた特性から幅広いデバイス応用が期待される。

より高性能なグラフェンデバイスを作製するためには、高品質・大面積なグラフェンを絶縁体上

に直接生成させることが望ましい。一般的にグラフェンはメタンを炭素源に用いた化学気相蒸着

(CVD) 法によって生成されるが、エタノールを炭素源に用いた場合において、銅箔上に数ミリの

大面積なグラフェン単結晶の生成に成功したとの報告がある[1]。そこで本研究ではエタノールを

炭素源に用いたアルコール CVD法を用いて絶縁体上への直接生成と詳細な評価を行い、生成メカ

ニズムの提案を目指す。既に我々はサファイア基板上において直径 100 nm程のグラフェンドメイ

ンの直接生成および詳細な観察に成功しており[2]、更なる大面積化を行うため、様々な生成条件

の制御による生成とメカニズムの考察を行った結果を報告する。 

 

試料はエタノールを炭素源に用いた CVD法によって作製した。絶縁体基板はサファイア基板

（0001）を用いた。基板（一部 Ni箔に包まれた）は真空チェンバーに入れ、2 Paまで真空引きを

した。チェンバー内を 900~1000 oCに加熱し、1時間保持した後エタノールを流入した。最後に、

チェンバー内を室温まで冷却し、試料を回収した。 

 

得られた生成物の評価は、ラマン散乱分光、走査型電子顕微鏡（SEM）、原子間力顕微鏡（AFM）、

X線光電子分光（XPS）を用いて行った。ラマンスペクトルより、グラフェンに特徴的な D, G, 2D

バンドが観測された。Gバンドと 2Dバンドの強度比 I2D/IGは 1.0 ~であり、典型的な単層・二層グ

ラフェンの場合に近しい値を示した。SEM 像からは直径 500 nm 程のグラフェンドメインが観察

された。中心にコントラストのより濃い領域があるドメインもみられた。このような形状は、CVD

法で銅箔上に生成されたグラフェンのドメイン形状に類似する[3]。また、AFMでの評価より、ド

メインの外縁部は基板からの高さが 1 nm程であり、中心部は数 nm以上であった。これらの結果

より、アルコール CVD法によって直径 500 nmのグラフェンドメインの直接生成に成功したと結

論できる。 
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